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PG142
Efeitos de strain em nanofios politipicos

SIPAHI, G.1; SIQUEIRA, Al
sipahi@ifsc.usp.br

Hnstituto de Fisica de Sio Carlos - USP

Devido a grandes avancos da nanociéncia, houve grandes progressos nas areas que envolvem ciéncia e
tecnologia. Entre os avancos, podemos destacar os nanofios devido a sua grande capacidade de utiliza-
cdes que vao de dispositivos eletrdnicos até biossensores. Os nanofios sdo nanoestruturas semicondutoras
unidimensionais que apresentam propriedades intrinsecas a sua baixa dimensionalidade.Em condicdes de
crescimento controladas é possivel obter esses semicondutores onde as fases zincblend e wurtzita coe-
xistem. Essa coexisténcia de duas fases cristalinas é denominada politipismo. O politipismo das fases
zincblend e wurtzita em nanofios de compostos Il1-V, estd relacionada a pardmetros como didmentos
do nanofio e a temperatura de crescimento dessa nanoestrutura.(1) A ocorréncia do politipismo nessas
nanoestruturas, acarreta em diferentes propriedades dpticas e eletrdnicas para as fases zincblend e wurt-
zita. Considerando a direcdo de crescimento paralela a coordenada z a variacdo das fases cristalinas
zincblend e wurtzita ao longo da direcdo de crescimento resulta em regides de confinamento.Para um
cristal na fase wurtzita a diregdo de crescimento (0001) é paralela a diregdo z, enquanto que, em um
cristal na fase zincblend, nenhum eixo cristalografico coincide com os eixos cartesianos e assim, a direcdo
de crescimento (001) da fase zincblend n&o sera paralela ao eixo z. Assim sendo, para nanofios politipi-
cos, & conveniente descrever a estrutura zincblend de maneira que sua direcdo de crescimento coincida
com a direcdo de crescimento da estrutura wurtzita.Neste trabalho, os efeitos de strain na descricdo das
estruturas de bandas de nanofios com politipismo serdo estudados usando os hamiltonianos matriciais
das fases zincblend e wurtzita, onde o hamiltoniano da fase zincblend sera calculado utilizando o método
descrito em (2), usando a mesma base usada no calculo do hamiltoniano da fase wurtzita. Além disso,
a direcdo de crescimento z sera rotacionada em torno dos eixo x e y, para analisarmos os efeitos da
rotacdo sobre o strain e as estruturas de bandas.

Palavras-chave: Strain. Nanofios. Politipismo.
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